
В диссертационный совет 34.01.02 при 
Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН 

отзыв 

на автореферат диссертации Ненашева Григория Васильевича "Электрические и 
оптические свойства углеродных наноструктур и их композитов с полупроводниковыми 
полимерами и перовскитами", представленной на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3 .11 - физика полупроводников. 

Материалы на основе углерода являются одним из важнейших элементов 
современной электроники. В частности, особый интерес представляют низкоразмерные 
структуры ти:па графена, поскольку они обладают чрезвычайно привлекательными для 
практических приложений свойствами. Для функционализации материалов на основе 
углерода часто используют их композиты с полупроводниками, в частности, с полимерами 
и с перовскитами. Именно указанному кругу вопросов и посвящена диссертация 
Г.В. Ненашева, что и определяет ее актуальность. 

В работе получен целый ряд важных результатов, из числа которых можно выделить 
следующие. 

Показано, что композитные пленки на основе металлоорганических перовскитов 
СНзNНзРЬВrз и СНзNНзРЫз, при 1-3 мае. % частиц оксида ГР,афена, демонстрируют 
эффекты резистивного переключения, которые обусловлены механизмами захвата и 
накопления носителей заряда в частицах оксида графена. 

Установлено, что композитные пленки CQDs+PEDOT:PSS демонстрируют более 
высокую проводимость, чем чистые пленки CQDs, а также более высокую стабильность, 
чем чистые пленки PEDOT:PSS. 

На основе эффекта резистивного переключения пленок перовскита СНзNНзРЬВr3 и 
частиц оксида графена создан двухполюсный перезаписываемый мемристор для 
нейроморфных операций. 

Насколько можно судить по автореферату, диссертация удовлетворяет всем 
критериям, установленным для кандидатских диссертаций, а ее автор, Ненашев Григорий 
Васильевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3 .11 - физика полупроводников. 
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